Uklady scalone

Uktadem scalonym nazywamy mikrostrukture elektroniczng, w
ktorej wszystkie lub czes¢ elementow sg nie rozerwalnie zwigzane
z podtozem lub umieszczone na nim. Ukfadu takiego nie da sie
rozebra¢ bez jego uszkodzenia.

Podziaf:
Uktady scalone mozemy podzieli¢ na

o cyfrowe (dyskretne)-, w ktérych sygnaty wejsciowe i
wyjsciowe interpretowane sg jako stany wysokie H lub niskie L
(1 ’O),

e analogowe - ich parametry wyjsciowe majg charakter liniowy i
powinny sie wyrozniaC¢ matg wrazliwoscig na czynniKki
zaktocajgce takie jak zmienne czestotliwosci, roznice napiec
czy pradow, wptywy temperatury,

e chybrydowe — tgczgce w sobie funkcje wyzej wymienionych.
Zaliczy¢ do nich mozemy przetworniki A/C (analogowo
cyfrowe) i C/A(Cyfrowo analogowe)

Oznaczenie wyprowadzen w ukiadzie cyfrowym
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Schemat wewnetrznej budowy na przykfadzie ukfadu SN7400

Vce
14 13 12 1 10 9 8

VCC - napiecie zasilania (uktady TTL +5V)
GND — minus zasilania

Skala integracji

To podziat uktadow ze wzgledu na upakowanie w nim bramek
logicznych

Mata (SSI| small scale of integration ) od 0 do 10 bramek
Srednia (MSI medium scale of integration ) od 11 do 100
bramek

Duza (LSl large scale of integration ) od 101 do 10 000 bramek
Wielka (VLSI very large scale of integration ) od 10 001do 100
000 bramek

Ultra wielka (ULSI ultra very large scale of integration )
powyzej 100 000 bramek

Urzadzenia wykonywane z roznych ukfadow scalonych

SSI| — uktady kombinacyjne
MSI — uktady sekwencyjne: przerzutniki, liczniki
LS| — pamieci

e VLSI i ULSI — pamieci i uktady programowalne



Podstawowe rozZnice miedzy ukfadami TTL i CMOS

Parametr TTL CMOS
Zasilanie 5V 3...15V
Poziom 0 0,4...0,8V ov
Poziom 1 2.5V Voo
Czas propagacji 1,6...3ns 30 ns
Obcigzalnos¢ wyjs¢ 10 duza

Zasady 1aczenia wejsc i wyjsc

e Do jednego wyjscia bramki mozna podtgczyc kilka wejs¢
innych bramek. Musimy tylko pamietac, aby nie przekroczy¢
obcigzalnosci wyjscia bramki. Typowe wyjscie bramki TTL
moze wysterowac okoto 10 wejs¢ innych bramek. Do bramek
CMOS reguta ta sie nie odnosi, poniewaz pobierajg one
bardzo maty pragd wejsciowy - mowimy, iz posiadajg duzg
opornosc¢ wejsciowsq.

e Nieuzywane wejscia bramek nalezy podtgczy¢ poprzez opornik
1kQ (jesli mozemy zagwarantowac, iz napiecie VCC nie
przekroczy 5,5V, to wejscie mozna potgczy¢ bezposrednio) do
zasilania +5V (bramki AND i NAND) lub bezposrednio do
masy (bramki OR i NOR). Nie wolno pozostawia¢
wejscia "wiszgcego", poniewaz powoduje to pogorszenie
warunkow pracy bramki (zwieksza sie czas propagacji oraz
zmniejsza sie odpornos¢ na zaktdcenia i w konsekwencji moze
powodowac btedy w dziataniu urzgdzenia cyfrowego.
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